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1. 研究背景 

巨大磁気抵抗(GMR)効果の発見以降，スピントロニクスの研究が活発に行われている．GMR素

子は，強磁性金属/非磁性金属の人工格子で構成される．また，電子のトンネリングを利用したト

ンネル磁気抵抗（TMR）素子は，強磁性金属/絶縁体の人工格子で実現される．これに対して，我々

は非磁性層に半導体を用いた強磁性金属 Fe3Si/半導体 FeSi2人工格子を作製し，スピントロニクス

の新たな系の創製を目指して研究を進めている．[1][2] 

この分野において，スピンバルブ効果は，スピン

偏極電子の非磁性体中への注入および検出技術の最

も基本的な手法として知られている．本研究では，

Fe3Si/FeSi2 人工格子においてスピンバルブ素子の創

製を行い，スピンバルブ信号の観測を試みた． 

2. 実験方法 

対向ターゲット式DCスパッタリング法を用いて，

高抵抗 Fz-p Si(111)基板上に Fe3Si(7000 Å)/FeSi2(7.5 

Å)/Fe3Si(1000 Å)人工格子を作製した．基板温度は

300 Cで，全圧 1.33 × 10－1 Pa中にて成膜を行った． 

3. 結果と考察 

作製したスピンバルブ素子の磁化曲線を Fig. 1に

示す．印加磁場の掃引に伴い，特異なヒステリシス

ループが観測された．これは，Fe3Si層の保磁力差に

起因する．さらに，印加磁場の掃引に伴う電気抵抗

の変化を測定したところ，Fig. 2に示すようなスピン

バルブ信号が観測された． 
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Fig. 1. Magnetization curve of 

Fe3Si/FeSi2/Fe3Si artificial film. 

 

–10 0 10
98.65

98.67

98.69

98.71

R
e
s
is

ta
n
c
e
 [
Ω

]

Magnetic field [Oe]  
Fig. 2. Spin valve signal of Fe3Si/FeSi2/Fe3Si 

artificial film. 
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